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1．はじめに 

撮像デバイス特性に影響を与える金属汚染対策として、我々は炭素クラスターイオン照射法によるゲッ

タリング付与技術の検討を進めている。１）２）炭素クラスターイオンは炭化水素化合物を原料として構成され

ることから、炭素と同時に水素も Si ウェーハに照射される。しかしながら、炭素クラスターイオン照射により Si
ウェーハ内に導入された水素の挙動に関しては明らかになっていない。また、水素は Si ウェーハ内を拡散し

やすいため各種分析において検出が難しいことが予想される。今回、水素を検出するため高ドーズ量条件

にて炭素クラスターイオン照射を行い、照射された水素の拡散挙動と照射欠陥の影響の評価を行ったので

報告する。 
2．実験方法 

n 型 Si(100)基板にクラスターサイズ C3H5 の炭素クラスターイオンを加速電圧 80keV/cluster （炭素にか

かる加速電圧 23.4keV/carbon atom）、Tilt,Twist は 0°にて、炭素を基準としたモノマーイオン注入換算のド

ーズ量が 1.0E16 atoms/cm2 となるように炭素クラスターイオン照射を行った。その後、600℃x2hr の熱処理

を行い、熱処理前後のサンプルの SIMS 分析、断面 TEM 観察による評価を実施した。 
3．実験結果 

Fig.1 に(a)照射直後、(b)600℃x2hr 後の水素と炭素の SIMS 分析結果および断面 TEM 結果を示す。

SIMS 分析結果から炭素は照射後と変化が無いが、水素は表層から 90nm の深さまで分布した後に急激に

減少していることを確認した。断面 TEM 結果より、照射直後は 110nm 程度のアモルファス化が起きたが、

熱処理後はアモルファス層が 90nm の厚みであった。水素が急激に減少した深さ位置とアモルファス層の

厚みから、クラスター照射された水素はアモルファス領域にトラップされることが明らかとなった。 
また、600℃x2hr の条件は 100nm 程度のアモルファス層が再結晶化するには十分な時間である。3） 

しかしながら、20nm 程度しか再結晶化が進行していない。このことは、アモルファス-結晶界面にトラップされ

た水素による影響、もしくはクラスター照射により形成されたアモルファス層が CVD 法等の他の手法により

形成されたアモルファス層の構造等とは異なるためと推察される。 
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Fig.1 XTEM images of C3H5 cluster ions irradiated Si wafers and SIMS profile of hydrogen and 

carbon in Si wafers, (a) As irradiated, (b) After 600℃x2hr. 
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